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Predmdtem vyndlezu je vicevrstvd polo-
voditovd soudastka urdend pro provoz pri
vy8sich pracovnich kmitoCtech. Podstata vy-
néalezu spodivd ve vhodné geometrii ¢lenéni
¥izené emitorové struktury tak, Ze okra]j
emitorové vrstvy se v Zadném mist€ struk-
tury nelomi v dhlu men3im neZ 120°. Na po-
vrchu soufdstky je ze strany druhé hlavni
elektrody vytvofeno alespori Sest stejné vel-
kych oblasti ve tvaru pravidelného Sesti-
ahelnika tak, Ze uvniti kaZdé takové ob-
lasti se nachdazi PFizend emitorova vrstva a
alespoii pé&t stran Sestiihelnika, ohranitu-
jictho kaZdou tuto oblast, je totoZnych s
ckrajem Fizené emitorové vrstvy. V kazZdé ze
zminéngch oblasti jsou uspofddany mikro-
svody symetricky podle stfedu kruZnice
opsané této oblasti.
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Vynédlez se tykd vicevrstvé: polovodidové
soudastky urfené pro provoz pfi vys§ich pra-
covnich kmito€tech. U tyristordt pro vyssi
pracovni kmito€ty se pro potlateni zapina-
cich =ztrat vyuZiva principu rozélen&ného
emitoru. Znédmé provedeni téchto tyristord
maji emitorovou vrstvu &lendnou do tvaru
evolventnich pésd, rozvEtvenych pFimych pa-
sfi, pdst ve tvaru kruhovych obloukd apod.

Nevyhoda pouZivanych &lendnf emitoru
spolivd v tom, Ze okraj emitorové vrstvy se
na nékolika mistech struktury lomi v ostrém
ahlu. Vrcholy t&chto ostrych Ghlét pFedsta-
vji nejslab3l 'mista struktury z hilediska
odolnosti pfi frekvenénim zat&Zovéni a na-
vic zhor3uji dynamické parametry soudédst-
ky. Dalsi nevyhodou je obti¥né fe3eni rov-
nomé&rného pokryti strukitury emitoru mikro-
svody, coZ je nezbytné pro dosaZeni opti-
~malni kombinace zapinacich ztrat a vypina-
ci doby. o )

Vynalez odstrafiuje uvedené nevyhody a
TeSi dany problém v podstat® tak, Ze na po-
vicchu polovoditové souléstky ze strany dru-
hé hlavni elektrody je vytvofeneo alespoii
Sest stejn& velikych oblasti ve tvaru pravi-
delného Sestiihelniku, pfiemZ uvnit¥ kaZ-
~dé takové oblasti se nachdzi Fizend emito-
rova vrstva a alespoii p&t stran Sestitdhelni-
ka ohrani¢ujictho kaZdou oblast je totoz-
nych s okrajem Fizené emitorové vrstvy.
UspoFddani mikrosvodtt v ka?dé ze zmind-
nych oblasti ve tvaru pravidelného Zesti-
tihelnika je symetrické podle stfedu kruni-
ce opsané této oblasti.

Vyhoda geometrie ¢len&ni emitorové vrst-
vy polovodidové soudstky podle vynélezu
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spofivd v tom, Ze okraj emitorové vrstvy
se v Zadném mist& struktury nelomi v Ghlu
mensim neZ 120° V emitorové vrstvd se pak
nevyskytuji slabd mista, a to umoZiiuje do-
sahnout optiméini kombinace parametrit
soucdstky. Dalsi vyhodou &len&ni podle vy-
ndlezu je moZnost zcela pravidelného roz-
misténi mikrosvodil v celé emitorové vrstve.

Na priloZeném vykresu je zndzorn&n pri-
klad struktury tyristoru pro stfedni kmito-
¢ty. Na obr. 1 je fez strukturou a ma obr. 2
je zndzorn&na geometrie &len&ni emitorové
vrstvy, :

Vrstva zdkladniho polovodidiového mate-
riglu 5 je umisténa mezi dvdma vn&j$imi po-
lovodi¢ovymi vrstvami 6, 8 opatného typu
vodivosti neZ vrstva zdkladniho polovodi-
tového materidlu 5. Prvni vn&j8i vrstva 6
mé kontakt s prvni hlavni elektrédou 7 a
druh4 vnéjsi vrstva 8 mé v Fadé diskrétnich
mist tzv. mikrosvoddi 4 kontakt § druhou
hlavni elektrodou 9, ddle méa kontakt s ra-
meny Fidici oblasti 2 a souvisi s fizenou
emitorovou vrstvou 1, stejného typu elek-
trické vodivosti jako vrstva zdkladniho po-
lovodiCového materidlu 5. Rizend emitoro-
va vrstva 1 mé kontakt s druhou hlavni
elektrodou 9. ,

Rizend emitorova vrstva je rozdlensna ra-
meny Fidici oblasti 2 (obr. 2) na Sest stejnd
velikych oblasti 3 ve tvaru pravidelného
Sestithelnika, vzdjemn& propojenych na ob-
vodu souldstky a obsahujicich pravidelnou
sit mikrosvodi 4.

Oblasti vyuZiti vynélezu jsou tyristory s
vysokou proudovou zatiZitelnosti pri vys-
8ich frekvencich.

PREDMET VYNALEZU

1. Vicevrstvd polovoditovd souédstka pro
vy831 pracovni kmitodty, obsahujici vrstvu
zédkladniho polovodiového materidlu mezi
dvéma vnéjSimi polovodiCovymi vrstvami
opatného typu vodivosti ne? vrstva zdklad-
niho polovodi¢ového materidlu, z nich# prv-
ni mé kontakt s prvni hlavni elektrodou a
druhd mé v fadd diskrétnich mist tzv. mik-
rosvodid kontakt s druhou hlavni elektrodou
a souvisi déle s Fizenou emitorovou vrstvou
polovodi¢ového materidlu stejného typu
elektrické vodivosti jako- zakladni vrstva,
piiCemZ tato Fizend emitorovd vrstva mé
kontakt s druhou hlavni elektrodou a dru-
hé vnéj8i vrstva mé kontakt s rameny ridi-

ci oblasti, vyznadend tim, e na povrchu
soulédstky ze strany druhé hlavni elektrody
(9) je vytvoFeno alespoii ¥est stejn& veli-
kych oblasti (3) ve tvaru pravidelného Zes-
tinhelnikia, p¥itemZ uvnitf kaZdé takové ob-
lasti (3) se nachazi fizend emitorovd vrst-
va (1) a alespoil p#&t stran 3estitihelnika
ohrani¢ujiciho kaZdou oblast (3) je totoZ-
nych s okrajem rizené emitorové vrstvy (1).

2. Vicevrstvd polovoditovd souldstka po-
dle bodu 1, vyznacend tim, Ze usporddéani
mikrosvodfl (4) v kaZdé ze zmin&nych ob-
lasti (3) ve tvaru pravidelného Zestitihelni-
ka je symetrické podle stFedu kruZnice
opsané této oblasti.
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